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ELEKTRONIK LABORATUVARI
Deney # 5: MOSFET Karakteristikleri

DENEYE HAZIRLIK
1) MOSFET nedir? Nerelerde kullanilir?

2) BIJT ile MOSFET arasindaki fark nedir?

3) FET tiirleri nelerdir?

BILGI
Analog ve dijital devrelerde anahtarlama ve gii¢ dengeleme amaciyla kullanilan MOSFET lerde 3 adet
bacak bulunmaktadir. Bu bacaklar gate, drain ve source isimlerini alirlar. BJTler; akimi, base uglarindaki
akimi kullanarak kontrol ederken MOSFETler, gate ucundaki gerilimi kullanilarak akim kontrol etmektedir.
Caligma karakteristiklerine gore 2 tip MOSFET vardir.
e Depletion (Azalan) Tip MOSFET
e Enhance (Cogalan) Tip MOSFET
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Enhancement J'_I J'_I

(Artirma) tl ::—l

Depletion Tip MOSFET (N Kanal):

Bu tip MOSFET erin yapilarinda, Drain ve Source uglarina bagli iki N tipi bolgenin arasinda kanal
bulunmaktadir. Gate ucu {izerindeki gerilim 0V oldugunda bile bu kanal sayesinde Drain ve Source arasinda
belirli bir akim geger. Gate’e (+) gerilim uygulandiginda Drain-Source arasindaki kanal genisleyerek

iizerlerinden gegen akim artar. (-) gerilim uygulandiginda ise kanal daralarak gegen akim azalir.
Enhancement Tip MOSFET (N Kanal):

Depletion tip MOSFETlerden farklari, Drain-Source arasinda bir kanal bulunmamasidir. Gate
terminaline bir gerilim uygulanmadigi takdirde Drain-Source arasinda bir akim akmaz. Bu tip MOSFETlerde
iki N tipi iletken ve aralarindaki yalitkan, bir kondansator yapisi olusturmaktadir. Gate terminaline (+) ve (-)

gerilim uygulanarak Drain-Source arasindaki akim kontrol edilir.
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MOSFET denklemleri agsagidaki gibidir. Drain {izerinden akan akimin (Ip), gate ile source arasindaki

gerilime (Vgs) baglh oldugu goériilmektedir.
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IRFZ48 model N tipi MOSFET ’in bilgi kagid1 asagida verilmistir.

A 4 .
Vishay Siliconix

Power MOSFET

FEATURES
R = Dynamic dv/dt Rating @
Ves 1 ) = Repetitive Avalanche Rated e
Posge 14 Mag =10V e » Uitra Low On-Resistance RoHS"
Gy Ma) {nC) 1o = Very Low Thermal Resistance e
Ciga InCH 28 = 175 *0 Operating Temperature
G 4nC) 36 * Fast Switching
Configuration Single * Ease of Paralleling

= Compliant o RoHS Directive 2002/95E0

DESCRIPTION
Third generation Power MOSFETs from Vishay provide the

D
TO-220AR
dl designer with the best combination of fast switching,
G0 ruggedized  device design, low  on-resistance and
% coat-affactivenass.
"
]
]
& s

The TO-220AE package |8 uwnbversally preferred for all
commercial-industrial applications &t power dissipation
leveta to approsimately S0 W. The low thermal resistance

NeChannal MOSFET and low package cost of the TO-220A8 contribute to its
wide acceptance throughout the industry.

ORDERING INFORMATION

Package TO-220A8
P IRFZ48P5F
. SHFZ4B-E3
IAFZ48
i SHFZA8

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tc = 25 °C, unless otharwise notad)

PARAMETER SYMBOL LiMIT LINIT

Drain-Source Voltags Vs 80 v

Gate-Souroe ‘Voltage ™ + 20

Te = 26°C 50

Contiruous Drain Cumen® Vs 2410V ':_ e o = A

Pulzed Drasn Currenta lewa 20

Linear Derating Factbor 13 WG

Single Pulse Avalanche Energy™ Esx 100 )

Ayralanche Curert® lsn 50 Y

Repetitive fwalanche Enangy® E:n 19 (Y]

Iaoam um Power Dissipation Te=25"C Py 190 W

Peak Diode Recowery dyide® dviidt 4.5 Wins
SPECIFICATIONS (T, = 25 °C, unless otherwise noted)
PARAMETER | svmeoL | TEST CONDITIONS | M. | Tve. | max. | uniT
Static
Drain-Source Breakdown Voltage Vos Ves =0V, Ip =250 yA 60 - - W
Vpe Temperature Coefficient ANpa/T, Raference to 25 °C, Ig =1 mA - 0.060 - VG
Gate-Source Threshold Voltage Vasin Vpe = Vigs. Ip = 250 pA 2.0 - 4.0 W
Gate-Source Leakage lass Vas =20 - - + 100 nA

Vpg =680V, Vgs=0V - - 25
Zero Gate Voltage Drain Current lpas T
Vps =48V, Vgs =0V, T;=150"C - - 250
Drain-Source On-State Resistance Rosgon) Vas =10V Ip = 43 AP - - 0.018 Q
Forward Transconductance O Vpe =25V, Ip =43 A® 27 - - 5
Dynamic
Input Capacitance Cias Vas =0V, - 2400 -
Output Capacitance Coms Vpe =25V, - 1300 - pF
Reversa Transfer Capacitance Crex f=1.0 MHz, sen fig. 5 - 180 -
T
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MALZEME LiSTESI
1) IRFZ48N (Kiigiik isaret N Kanal MOSFET)
2) 470Q, 1kQ, 10kQ, IMQ direng
3) 2 adet 10uF kondansator
4) Multimetre
5) Osiloskop
6) Sinyal jeneratorii

7) DC gii¢ kaynagi

DENEY

1. MOSFET Testi

MOSFET’i agagidaki gibi breadboarda takiniz. Multimetreyi direng 6l¢iim kademesine alarak D-S ile

G-D noktalar: arasindaki direnci 6l¢tip kaydediniz.

Rp-s=ceeueennnnn.

RGD=ueeeeeennnnn
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2. Devre-1

Sekildeki devreyi kurup gerekli 6l¢limleri alarak tabloyu doldurunuz.

OLCUM | HESAPLANACAK

VG | VD | ID DS
(VD/ID)

VD 2.50

3
J Al
3.20
—

3.40
Ve

3.60

— 3.80

4.00

4.2

4.4
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3. Devre-2

Sekildeki devreyi kurup gerekli dl¢iimleri alarak tabloyu doldurunuz.

VoD Ves=Vb (Hesap) Ip
\,DEI

.

5.0
470 Ohm

1 Meg 7.5
10.0

e
- 15.0

4. Devre-3

Sekildeki devreyi kurup gerekli dl¢limleri alarak tabloyu doldurunuz.

DD Vip-p) Vo(p-p) Av | gm
5.0

75 | 40mv
100 (1kHz)
15.0

DENEY SONU CALISMASI

+ Ilk deneydeki degerlere gore Ves-lp, Ves-Ios egrilerini ¢izdirin.

* Omifadesini «k» ‘ya bagli olarak elde edin.

* gm degerinin ¢alisma noktasina bagliligin1 yorumlayin. Dogrusal bir kuvvetlendirme i¢in
calisma noktasi nerede olmalidir?

* Son deneyde giris ve ¢ikis direncini hesaplayin. Gerilim kazanci ifadesini elde edin ve gm

degerlerini hesaplayin.




